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摘要(译)

实施例涉及用于制造包含发光二极管（LED）结构的产品的传质方法。 
通过阵列内功能测试以高速灵活的方式进行多个LED器件的已知良好管
芯（KGD）驱动的质量转移，将LED阵列从源基板转移到目标基板。 使
用束寻址释放（BAR）质量转移方法的某些优选实施例能够以避免附加
步骤，返工和成品率损失的方式来利用源基板的已知良好管芯（KGD）
数据文件。
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